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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１１０９４—１９８９《水平法砷化镓单晶及切割片》的修订。

本标准与原标准相比，主要变动如下：

———单晶生长方向上增加了近几年在生产中大量使用的＜１１０＞晶带上由＜１１１＞Ｂ方向向最远的

＜１００＞Ａ方向偏转０°～２０°生长单晶，明确提出了生长偏角由生产工艺参数决定；

———明确了晶锭作为单晶产品；

———切割片中取消了目前基本已被淘汰的直径为４０ｍｍ、５０ｍｍ以及矩形和Ｄ形片的规定；

———增加了目前大量使用的直径５０．８ｍｍ、６３．５ｍｍ切割片和国际上少量使用的直径７６ｍｍ

切割片的规定等等。

本标准实施之日代替ＧＢ／Ｔ１１０９４—１９８９。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：北京有色金属研究总院。

本标准主要起草人：武壮文、王继荣、张海涛、于洪国。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１０９４—１９８９。
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水平法砷化镓单晶及切割片

１　范围

本标准规定了水平法砷化镓单晶、单晶锭及切割片的要求、试验方法及检验规则等。

本标准适用于水平法砷化镓单晶、单晶锭及切割片，产品主要用于光电器件、微波器件和传感元件

等的制作。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５５５　半导体单晶晶向测定方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ４３２６　非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

ＧＢ／Ｔ８７６０　砷化镓单晶位错密度的测量方法

ＧＢ／Ｔ１４２６４　半导体材料术语

ＧＪＢ１９２７　砷化镓单晶材料测试方法

３　术语、定义

ＧＢ／Ｔ１４２６４确立的以及下列术语和标准适用于本标准。

３．１

水平法　犺狅狉犻狕狅狀狋犪犾犫狉犻犱犵犿犪狀犵狉狅狑狀

本标准中特指水平布里奇曼法，简写为：ＨＢ。

３．２

单晶　狊犻狀犵犾犲犮狉狔狊狋犪犾

本标准中出现的单晶专指水平布里奇曼法砷化镓单晶。

３．３

晶锭　犻狀犵狅狋

本标准中出现的晶锭专指水平布里奇曼法砷化镓单晶晶锭。

３．４

晶片　狑犪犳犲狉

本标准中出现的晶片专指水平布里奇曼法砷化镓单晶晶片。

３．５

切割片　犮狌狋狋犻狀犵狑犪犳犲狉

本标准中出现的切割片专指水平法砷化镓单晶切割片。

３．６

基准面　犫犪狊犲犾犲狏犲犾

为了检验晶锭而在单晶晶锭两端或一端切出的与切割片晶面一致的晶面。

１

犌犅／犜１１０９４—２００７




